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１．概要（Summary） 

本研究では、要求仕様を満足する圧力・温度センサー

をMEMS技術を用いて低コストで作製することを目標とし

ている。 

今回の実験では、圧力センサーの形状形成に必要な

DRIE の予備実験を、京都大学ナノテクノロジーハブ拠

点の設備を利用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置、厚膜フォトレジスト用スピンコーティン

グ装置、レジスト塗布装置、両面マスクアライナー、レジ

スト現像装置、深堀りドライエッチング装置 

 

【実験方法】 

使用した Si ウエハは、ウエハサイズ 4[inch]、厚さ 525

±25[μm]、片面ミラー仕上げのものを使用した。 

実験の工程は、電子線蒸着装置を用いてミラー面に

Cr を 100[nm]成膜した。Cr を成膜した面に厚膜フォトレ

ジスト用スピンコーティング装置で HMDS を塗布し、レジ

スト塗布装置で OFPR800 を 2[μm]塗布した。110[℃] 

90[sec]でプリベーク後、両面マスクアライナーで露光を行

った。レジスト現像装置を用い、アルカリ系現像液(SD-1)

により 65[sec]現像し、レジストをパターニングした。レジス

トをマスクにして、Cr エッチング液(エスクリーン 24)で Cr

をパターニングした。エッチング後のレジストはウエハスピ

ン洗浄装置を用い、硫酸過水と超音波洗浄等により除去

した。CrをマスクにしてSiのDRIEを行うが、Siを貫通し

てしまうと、リークが発生し加工できない。そのため同じ仕

様の Si ウエハを貫通防止のダミーウエハとして、エレクト

ロンワックスで貼り合わせた。DRIE で加工するウエハの

貼り合わせる面には、保護のためにOFPR800を 2[μm]

塗布した。深堀りドライエッチング装置を用いて、貼り合わ

せた Si ウエハの DRIEを行った（Fig. 1）。DRIEの条件

はウエハ面内のエッチングレートが均一になるように調節

したレシピで実施した。DRIE プロセスの際は、ウエハ外

周まで加工してしまうと後工程でウエハ破損につながるの

で、石英のリングを使用しウエハ外周を保護した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

圧力センサーの試料作製にあたり、4 インチの DRIE

装置でCrをマスクとした場合、任意のパターン形状・レシ

ピにおけるエッチングレートが不明であったので予備実

験を実施した。 

DRIE で加工した穴の深さを顕微鏡で計測し、ウエハ

面内のエッチングレートを計算した。エッチングレートは

DRIE プロセス 1[cycle]あたりで計算した。エッチングレ

ートは、最大で 1.986[μm/cycle]、最小で 1.610[μ

m/cycle]、 平均で 1.758[μm/cycle]であった。ウエハ

周囲の方が中心部に比べエッチレートが高いことも確認

した。エッチングレートのバラつきは平均値を基準として

±12.97[%]であった。 

エッチングレートが分かったので、Si 基板を貫通する

条件で加工した。最大で 550[μm]の Si ウエハの厚みを

貫通するように、プロセスを 345[cycle]実施し、予定通り

貫通できたことを確認した。 
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Fig. 1 Schematic illustration of DRIE test 

sample (cross section). 



今回の予備実験でその後の DRIE の知見を得ること

ができた。今後の課題として、ウエハ面内のエッチングの

均一性向上のため、DRIE のマスクやレシピの最適化が

必要である。 
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